ЗАДАНИЯ НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Исходные данные 

	№ задания
	Uпит, В
	Pвых
	(Tраб, (С
	fгран, МГц
	P(10-3, Вт

	1. 
	12
	0,75
	-60(+60
	2
	20

	2. 
	6
	0,7
	-60(+60
	0,5
	5

	3. 
	10
	0,85
	-60(+60
	0,1
	25

	4. 
	12
	0,6
	-60(+60
	1
	30

	5. 
	±6
	0,56
	-60(+60
	5
	15

	6. 
	6
	0,8
	-60(+60
	10
	20

	7. 
	10
	0,95
	-60(+60
	5
	50

	8. 
	6
	0,95
	-60(+60
	0,05
	40

	9. 
	12
	0,65
	-60(+60
	0,05
	20

	10. 
	6
	0,65
	-60(+60
	0,1
	10

	11. 
	10
	0,9
	-60(+60
	10
	15

	12. 
	±6
	0,7
	-60(+60
	5
	50

	13. 
	±6
	0,95
	-60(+60
	10
	50

	14. 
	±6
	0,9
	-60(+60
	10
	40

	15. 
	±6
	0,8
	-60(+60
	5
	30

	16. 
	10
	0,8
	-60(+60
	10
	15

	17. 
	6
	0,99
	-60(+60
	1
	20

	18. 
	10
	0,85
	-60(+60
	15
	30

	19. 
	6
	0,9
	-60(+60
	10
	40

	20. 
	10
	0,65
	-60(+60
	20
	20

	21. 
	10
	0,95
	-60(+60
	2
	30

	22. 
	12
	0,59
	-60(+60
	10
	35

	23. 
	6
	0,9
	-60(+60
	0,5
	10

	24. 
	10
	0,6
	-60(+60
	2
	20

	25. 
	6
	0,9
	-60(+60
	10
	10

	26. 
	8
	0,6
	-60÷+60
	0,1
	20

	27. 
	10
	0,7
	-60÷+60
	2
	25

	28. 
	8
	0,85
	-60÷+60
	0,1
	50

	29. 
	6
	0,8
	-60÷+60
	10
	25

	30. 
	10
	0,65
	-60÷+60
	2
	30


ЗАДАНИЕ 1
Микросхема К2УСЗ 71
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	Конденсаторы            

	
	C1
	200пФ±15%
	1
	плёночный

	
	C2
	К10-9 0,1мкФ±15%ОЖО. 460. 047 ТУ
	1
	навесной

	
	Резисторы

	
	Rl
	15 кОм±1%
	1
	

	
	R2
	5 кОм ±10%
	1
	

	
	R3
	450 Ом ±10%
	1
	

	
	R4
	850 кОм ±10%
	1
	


	
	R5
	10 кОм ±10%
	1
	

	
	R6
	5 кОм ±10%
	1
	

	
	R7
	2,9 кОм ±10%
	1
	

	
	R8
	20 кОм ±0,5%
	1
	

	
	R9
	1кОм ±10%
	1
	

	
	R10
	4 кОм ±10%
	1
	

	
	Rll
	3 кОм ±10%
	1
	

	
	R12
	4 кОм ±10%
	1
	

	
	R13
	250 Ом ±10%
	1
	

	
	R14
	1,5 кОм±10%
	1
	

	
	R15
	25 Ом ±10%
	1
	

	
	
	Транзисторы
	
	

	
	VT1-VT5
	КТ324 ЖИ3.365.143.ТУ
	5
	навесной


ЗАДАНИЕ 2
Микросхема  К253УД1
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	С1
	Конденсатор 20пФ 15% 33В
	1
	Пленочный

	
	С2
	Конденсатор К10-9 15000пФ 15% 25В
	1
	

	
	R1
	Резистор 10 кОм 10%-0,00082Вт
	1
	Пленочный

	
	R2
	Резистор ЗкОм 10%-0,0027Вт
	1
	Пленочный

	
	R3
	Резистор 25к0м 0,5%-0,03025Вт
	1
	Пленочный

	
	R4
	Резистор 25к0м 10%-0.03025Вт
	1
	Пленочный

	
	R5
	Резистор 2,4 к0м 10%-0,01161Вт
	1
	Пленочный

	
	R6
	Резистор ЗкОм 10%-0,00432Вт
	1
	Пленочный

	
	R7
	Резистор 10 кОм 10%-0,00476Вт
	1
	Пленочный

	
	R8
	Резистор 3,6кОм 10%-0,00518Вт
	1
	Пленочный


	
	R9
	Резистор 18к0м 10%-0,02812Bт
	1
	Пленочный

	
	R10
	Резистор 10кОм 10%-0,00476Вт
	1
	Пленочный

	
	VT1-VT10
	Транзистор КТ324А 
	10
	СБ0.336.017 ТУ


ЗАДАНИЕ 3
Микросхема К223УН1
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	Конденсаторы
	
	

	
	C1
	K10-17- ЗЗ00 пФ ±15% Up=30B
	1
	навесной

	
	C2
	110пФ±15% Up=30B
	1
	

	
	
	
	
	

	
	
	Резисторы (плёночные)
	
	

	
	R1
	9кОм ±10% 4,4мВт
	1
	

	
	R2
	5кОм ±10% 8,5мВт
	1
	

	
	R3
	6000м ±10% 53мВт
	1
	

	
	R4
	100 Ом ±10% 49мкВт
	1
	

	
	R5
	430 Ом ±10% 30мкВт
	1
	

	
	R6
	6,3кОм ±10% 10 мкВт
	1
	

	
	R7
	100 Ом ±10% 8,8мВт
	1
	

	
	R8
	13кОм ±4% 5мкВт
	1
	

	
	R9
	3кОм ±10% 14мВт
	1
	

	
	R10
	6кОм ±10% 6мВт
	1
	

	
	
	
	
	

	
	
	Транзисторы (навесные)
	
	

	
	VT1-VT8
	КТ332Д ГОСТ 15172- 70
	8
	


ЗАДАНИЕ 4
Микросхема К284УД2
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	С1
	Конденсатор 200пФ 15% 25В
	1
	К10-17

	
	С2
	Конденсатор 5нФ 15% 13,2В
	1
	Пленочный

	
	R1
	Резистор 25к0м 10%-0,069Вт
	1
	Пленочный

	
	R2
	Резистор 5к0м 10%-0,034Вт
	1
	Пленочный

	
	R3
	Резистор 3,56к0м 10%-0,048Вт
	1
	Пленочный

	
	R4
	Резистор 7,5к0м 10%-0,023Вт
	1
	Пленочный

	
	R5
	Резистор 9,3к0м 10%-0,018Вт
	1
	Пленочный

	
	R6
	Резистор 4кОм 10%-0,043Bт
	1
	Пленочный

	
	R7,R9
	Резистор 12к0м 10%-О,014Вт
	2
	Пленочный

	
	R8
	Резистор 9кОм 10%-0,019Вт
	1
	Пленочный

	
	R10
	Резистор 6кОм 10%-0,043Вт
	1
	Пленочный

	
	R11
	Резистор 150 0м 10%-1,16Вт
	1
	Пленочный

	
	R12
	Резистор 1к0м 10%-0,17Вт
	1
	Пленочный

	
	R13,R15
	Резистор 10кОм 10%-0,017Вт
	2
	Пленочный

	
	R14
	Резистор 300 Ом 10%-Q58Bт
	1
	Пленочный

	
	R16
	Резистор 40кОм 0,5%-0,043Вт
	1
	Пленочный

	
	VT1
	Транзистор КПС202А-2
	1
	

	
	VT2, VT4
	Транзистор КТ215Б-1
	2
	

	
	VT3, VT5,VT7
	Транзистор КТ120В
	3
	

	
	VT6
	Транзистор КПЗ08Д2
	1
	


ЗАДАНИЕ 5
Микросхема К224УД1А
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	Конденсаторы

	
	C1
	K10-9-H30 2000пФ±15% ожО.464.123.ту
	1
	

	
	C2
	100пФ±15%
	1
	пленочный

	
	Резисторы пленочные

	
	R1
	15кОм±10%
	1
	

	
	R2
	4кОм±10%
	1
	

	
	R3
	15кОм±10%
	1
	

	
	R4
	4кОм±10%
	1
	

	
	R5
	5,6кОм±10%
	1
	

	
	R6,R7
	1кОм±10%
	2
	

	
	R8
	30кОм±0,5%
	1
	прецизионный

	
	R9
	5,6кОм±10%
	1
	

	
	Транзисторы

	
	VT1, VT2
	КП201Е ТФ3.365.006 ТУ
	2
	

	
	VT3, VT4
	КП307А СБО.365.006 ТУ
	2
	

	
	VT5
	КТ120А ЖИ3.365.006 ТУ
	1
	

	
	VT6-VT8
	КП307А СБО.365.006 ТУ
	3
	


ЗАДАНИЕ 6
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	С1
	Конденсатор 0,5нФ ± 15% 13,2В
	1
	Пленочный

	
	С2
	Конденсатор 1000 пФ ± 15% 25В
	1
	К10-9

	
	R1
	Резистор  4,7к0м ± 10%-0,0047Вт
	1
	Пленочный

	
	R2
	Резистор 9кОм ± 10%-0,00225Вт
	1
	Пленочный

	
	R3
	Резистор 15к0м ± 10%-0,00135Вт
	1
	Пленочный

	
	R4,R6
	Резистор 2,5к0м ± 10%-0,0009Вт
	2
	Пленочный

	
	R5
	Резистор 10кОм ± 10%-0,008836Вт
	1
	Пленочный

	
	R7
	Резистор 1кОм ± 10%-0,00529Вт
	1
	Пленочный

	
	R8
	Резистор З0кОм ± 15%-0,002883Вт
	1
	Пленочный

	
	R9
	Резистор 6кОм ± 10%-0,02166Вт
	1
	Пленочный

	
	R10
	Резистор 0,8к0м ± 10%-0.002888Вт
	1
	Пленочный

	
	R11
	Резистор 1кОм ± 10%-0.17424Вт
	1
	Пленочный

	
	R12
	Резистор 2к0м ± 10%-0,0004608Вт
	1
	Пленочный

	
	R13
	Резистор ЗкОм ± 10%-0,000691226Вт
	1
	Пленочный

	
	R14
	Резистор 22к0м ± 10%-0,0050688Вт
	1
	Пленочный

	
	VT1-VT5,
VT7-VT10, VT12-VT16
	Транзистор 1Т317А
	14
	СБ0.336.017 ТУ

	
	VT6,VT11
	Транзистор КТ120В
	2
	СБО.336.017 ТУ


ЗАДАНИЕ 7
Микросхема К2УС375

	[image: image7.png]1 7 oy
Unum=108; Pleix=0 95 P5 P9
| p3 k 200
— ! 3
, Bxod 2k VT4 J
— VT3 10 Beixad
=0
)__; R10
[ P2 400
| %
A R )
. 9
Viz 15k
V
N
VIi7
./, . ’
~ B
7 70
K5 —
500 D T






	Резисторы пленочные

	
	R1
	200 Ом±10% P=0,002мВт
	1
	

	
	R2
	2000 Ом±10% P=0,32мВт
	1
	

	
	R3
	2000 Ом± 10% P=0,32 мВт
	1
	

	
	R4
	3000 0м±2% Р=50 мВт
	1
	

	
	R5
	500 Ом±10% Р=2,88 мВт
	1
	

	
	R6
	1000 Ом±10% P=0,16 мВт
	1
	

	
	R7
	1500 Ом±10% Р=13,5 мВт
	1
	

	
	R8
	20 Ом±10% Р=0,005 мВт
	1
	

	
	R9
	200 Ом±10% Р=0,184 мВт
	1
	

	
	R10
	400 Ом±10% Р=2,4 мВт
	1
	

	
	Конденсаторы

	
	C1
	К10-9 1500пФ±15% Uр=10В
	1
	Навесной

	
	
	ОЖО 460.068 ТУ
	
	

	
	C2
	700пФ±15% Uр=15В
	1
	Пленочный

	
	Транзисторы

	
	VT1-VT4
	КТ331А  ХМО.336.000 ТУ
	
	Навесной


ЗАДАНИЕ 8
Микросхема К224УН16
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	Конденсаторы

	
	C1
	3300пФ±15% Up=30B
	1
	навесной

	
	C2
	110пФ±15% Up=30B
	1
	

	
	Резисторы (плёночные)

	
	R1
	5,1кОм ±20%25мВт                                          
	1
	

	
	R2
	10 кОм ±20% 48мВт
	1
	

	
	R3
	2,2кОм ±20% 11 мВт
	1
	

	
	R4
	2,7кОм ±20% 13мВт
	1
	

	
	R5
	680 Ом±20% 3,3мВт
	1
	

	
	R6
	10 кОм ±20% 48мВт
	1
	

	
	R7
	20кОм ±20% 37мВт
	1
	

	
	R8
	2кОм ±20% 10мВт
	1
	

	
	R9
	27кОм ±20% 13мВт                                           
	1
	

	
	R10
	50кОм ±20% 24мВт
	1
	

	
	R11
	12кОм ±20% 58мВт                                           
	1
	

	
	R12
	68кОм ±0,5% 33мВт
	1
	

	
	R13
	18кОм ±20% 87мВт
	1
	

	
	Транзисторы (навесные)

	
	VT1, VT2
	КТ369Г ГОСТ 15172-70
	2
	

	
	VT3-VT5
	КТ332Д  ГОСТ 15172-70
	3
	

	
	VT6
	КТ369Г ГОСТ 15172-70
	1
	

	
	VT7
	КТ332Д ГОСТ 15172-70
	1
	


ЗАДАНИЕ 9
Микросхема К274УН8
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	R1
	Резистор 4,7кОм± 10% 2,52мВт
	1
	

	
	R2
	9к0м±10% 4,84 мВт
	1
	

	
	R3
	15к0м±10% 50мкВт
	1
	

	
	R4
	2.5к0м±10% 17,89мВт
	1
	

	
	R5
	10кОм±10% 7,16мВт
	1
	

	
	R6
	2.5к0м±10% 17,89мВт
	1
	

	
	R7
	1к0м±10% 0,71мВт
	1
	

	
	R8
	30к0м±0.5% 50мкВт
	1
	

	
	R9
	6кОм±10% % 14,79 мВт
	1
	


	
	R10
	0.8к0м±10% 1,97мВт
	1
	

	
	R11
	1кОм±10% 121 мВт
	1
	

	
	R12
	2к0м±10% 50мкВт
	1
	

	
	R13
	Зк0м±10% 50мкВт
	1
	

	
	R14
	22к0м±10% 10 мкВт
	1
	

	
	C1
	К10-17-ПЗЗ 2200 пф± 15% Un=13,2В
	1
	

	
	VT1-VT16
	Транзистор КТ120В
	16
	


ЗАДАНИЕ 10
Микросхема К22УHI6
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	Конденсаторы

	
	С1
	100пФ±15%   Up = 12В  К10-9-М1500
	1
	навесной

	
	С2
	330пФ±15%  Up= 12В
	1
	плёночный

	
	Резисторы

	
	R1
	7кОм±10%
	1
	Р= 0,01 мВт

	
	R2
	24кОм±10%
	1
	Р= 0,024мВт

	
	R3
	7кОм±10%
	1
	Р= 0,01 мВт

	
	R5
	10кОм±10%
	1
	Р= 0,001 мВт

	
	R4
	2,3 кОм ±10%
	1
	Р=0,0023мВт

	
	R6
	2,4 кОм±10%
	1
	Р=0,0024мВт

	
	R7
	10кОм±10%
	1
	Р= 0,001 мВт

	
	R8
	24 кОм ±0.5%
	1
	Р=0,024мВт

	
	R9
	7кОм±10%
	1
	Р= 0,01 мВт

	
	Транзисторы

	
	VT1-VT13
	КТ324  ЖИ3.365.235.ТУ
	5
	

	
	Диоды

	
	VD1
	2ДС408А
	1
	

	
	Unиm = +6В
	
	
	


ЗАДАНИЕ 11
Микросхема К2УС373
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	Конденсаторы

	
	С1
	330пФ±15%
	1
	пленочный

	
	С2
	2200пФ±15%       K10-17-М 2200
	1
	навесной

	
	Резисторы

	
	R1
	1000 Ом ±10%
	1
	

	
	R2
	50 кОм ±10%
	1
	

	
	R3
	80 кОм ±1%
	1
	

	
	R4
	10 кОм ±10%
	1
	

	
	R5
	25кОм ±10%
	1
	

	
	R6
	100 Ом ±10%
	1
	

	
	R7
	40 Ом ±10%
	1
	

	
	R8
	2кОм±10%
	1
	

	
	R9
	500 Ом ±10%
	1
	

	
	R10
	5 кОм±10%
	1
	

	
	R11
	10 кОм ±10%
	1
	

	
	R12
	200 Ом ±10%
	1
	

	
	R13
	5 кОм ±10%
	1
	

	
	R14
	500 Ом ±10%
	1
	

	
	R15
	2 кОм±10%
	1
	

	
	Транзисторы

	
	VT1-VT13
	КТ307А
	6
	


ЗАДАНИЕ 12
Микросхема К553УД1
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	С1
	Конденсатор 1500 пФ±10% -25 В К10-9 ОЖО 460.087ТУ
	1
	

	
	С2
	Конденсатор 500 пФ± 15%-15 В
	1
	Пленочный

	
	R1
	Резистор 10 кОм± 10%-50 мВт
	1
	Пленочный

	
	R2
	Резистор 3 кОм± 10%-15,87 мВт
	1
	Пленочный

	
	R3,R4
	Резистор 25 кОм± 10%-16,4 мВт
	2
	Пленочный

	
	R5
	Резистор 2,4 кОм±10%-6,3 мВт
	1
	Пленочный

	
	R6
	Резистор 3 кОм± 10%-15.87 мВт
	1
	Пленочный

	
	R7
	Резистор 10 кОм± 10%-50 мВт
	1
	Пленочный

	
	R8
	Резистор 3,6 кОм± 10%-50 мВт
	1
	Пленочный

	
	R9
	Резистор 18 кОм± 10%-50 мВт
	1
	Пленочный

	
	R10
	Резистор 10 к0м±10%-33.86 мВт
	1
	Пленочный

	
	R11
	Резистор 1 кОм± 10%-18,8 мВт
	1
	Пленочный

	
	R12
	Резистор 10 кОм± 10%-50 мВт
	1
	Пленочный

	
	R13
	Резистор 20 кОм± 10%-12,8 мВт
	1
	Пленочный

	
	R14
	Резистор 0,75 кОм± 10%-2,53 мВт
	1
	Пленочный

	
	R15
	Резистор 30 к0м±0,5%-0,59 мВт
	1
	Пленочный

	
	VT1,VT11
	Транзистор КТ307А
	11
	СБ0.336. 016 ТУ

	
	VT12
	Транзистор КТ202А
	1
	ЮФЗ.365.020 ТУ

	
	VT13,VT14
	Транзистор КТ307А
	2
	СБО.336.016 ТУ

	
	VT15
	Транзистор К Т202А
	1
	ЮФЗ.365.020 ТУ


ЗАДАНИЕ 13

 Микросхема К284УД2
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	С1
	Конденсатор 2200пФ± 15%- 13,2В
	1
	К10-9

	
	С2
	Конденсатор 200пФ±15%-25В
	1
	Пленочный

	
	R1
	Резистор 2.5 к0м+10%-26,45мВт
	1
	Пленочный

	
	R2
	Резистор 5к0м+10%-18,8мВт
	1
	Пленочный

	
	R3
	Резистор 3,56 кОм+10%-39,67мВт
	1
	Пленочный

	
	R4
	Резистор 7,5кОм+10%-49.19мВт
	1
	Пленочный

	
	R5
	Резистор 9,3 к0м+10%-21.16мВт
	1
	Пленочный

	
	R6
	Резистор 4 кОм+10%-21,16мВт
	1
	Пленочный

	
	R7,R9
	Резистор 12к0м+10%-З4,68мВт
	1
	Пленочный

	
	R8
	Резистор 9кОм+10%-26мВт
	1
	Пленочный

	
	R10
	Резистор 6кОм+10%-17,34 мВт
	1
	Пленочный

	
	R11
	Резистор 150 Ом+10%-0,4ЗмВт
	1
	Пленочный

	
	R12
	Резистор 1к0м+10%-5,29мВт
	1
	Пленочный

	
	R13, R15
	Резистор 10к0м+10%-52,9мВт
	1
	Пленочный

	
	R14
	Резистор 300 Ом +10%-3,67мВт
	1
	Пленочный

	
	R16
	Резистор 40кОм±0.5%-52,9мВт
	1
	Пленочный

	
	VT2-VT7
	Транзистор КТ331А
	5
	СБ0.336.021 ТУ

	
	VT1,VT6
	Транзистор КП201Е
	2
	СБ0.336.021 ТУ
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	R1
	Резистор 12 к0м ±0,35% - 0,006 мВт
	1
	Прецизионный

	
	R2
	Резистор 10 кОм ± 10% -0,007мВт
	1
	Пленочный

	
	R3
	Резистор 8 кОм ± 10% - 0,008 мВт
	1
	Пленочный

	
	R4
	Резистор 0,8кОм ± 10% - 88мВт
	1
	Пленочный

	
	R5
	Резистор 5 к0м ±10 % -64мВт
	1
	Пленочный

	
	R6
	Резистор 12кОм ± 10% -0,006 мВт
	1
	Пленочный

	
	R7
	Резистор 10 кОм ± 10% - 0,007мВт
	1
	Пленочный

	
	R8
	Резистор 0,7 кОм ± 10% -13,6 мВт
	1
	Пленочный

	
	R9
	Резистор 4 кОм ± 10% -77,8 мВт
	1
	Пленочный

	
	VT1-VT4
	Транзистор  КТ324-А
	
	СБ0.336.021.ТУ

	
	С1
	Конденсатор 100Пф ± 15% Up=8 В
	1
	Пленочный

	
	С2
	Конденсатор К10-17, 1900Пф Up=10 В
	1
	

	
	
	
	
	


ЗАДАНИЕ 15
Микросхема К284УД2
	[image: image15.png]oanoHcupobka

+un

770 ?70 %o
7 [I]/e4 [l]/e5 R7 [j/es' D/wz
77 Ot
W (==

bxod2 N Vi3 W'_S_j—

ot [ g
bXO

bxog? V]-7 >t V]- 6 ___0’9

10 >| oopamHas' c7ﬁ;735

W—Z:'I —E VT4 Buxod?

ol

1

!

/gg[l] R0 [

R [

] /?75[|]
00panmHas

cbs3b

EIkapﬂyf

R [5
6

cba3b

oopamizs © 5

2

-Uun




	С1
	Конденсатор 1500 пФ±10% -25 В
	1
	К10-9 ОЖ0.460.087 ТУ

	
	С2
	Конденсатор 100 пФ± 15%-30 В
	1
	Пленочный

	
	R1
	Резистор 2,5 к0м±10%-7,5 мВт
	1
	Пленочный

	
	R2
	Резистор 5 к0м± 10%-2 мВт
	1
	Пленочный

	
	R3
	Резистор 3,56 к0м±10%-8 мВт
	1
	Пленочный

	
	R5
	Резистор 9.3 к0м± 10%-6,1 мВт
	1
	Пленочный

	
	R6
	Резистор 4 к0м±10%-2,6 мВт
	1
	Пленочный

	
	R7,R9
	Резистор 12 кОм± 10%-3,1 мВт
	2
	Пленочный

	
	R8
	Резистор 9 кОм± 10%-2,3 мВт
	1
	Пленочный

	
	R10
	Резистор 6 к0м±10%-1,2 мВт
	1
	Пленочный

	
	R11
	Резистор 150 Ом±10%-0,3 мВт
	1
	Пленочный

	
	R12
	Резистор 1 к0м±10%-1 мВт
	1
	Пленочный

	
	R13
	Резистор 10 кОм±10%-11 мВт
	1
	Пленочный

	
	R14
	Резистор 300 0м±10%-0,6 мВт
	1
	Пленочный

	
	R15
	Резистор 10 к0м± 10%-20 мВт
	1
	Пленочный

	
	R16
	Резистор 40 к0м± 1%-30 мВт
	1
	Пленочный

	
	VT1
	Транзистор КТ369Г
	1
	СБО.336.016 ТУ

	
	VT2-VT5
	Транзистор KT332Д
	4
	ЮФЗ.365.020 ТУ

	
	VT6
	Транзистор КТ369Г
	1
	СБ0.336.016 ТУ

	
	VT7
	Транзистор КТ332Д
	1
	ЮФЗ.365.020 ТУ


ЗАДАНИЕ 16
Микросхема К240УД1
	[image: image16.png]



	Резисторы пленочные

	
	R1
	10000 Ом± 10% Р =0,007Вт
	1
	

	
	R2
	9700 Ом± 10% Р = О,ОООЗВт
	1
	

	
	R3
	10000 Ом ±10% Р= 0,0009Bm
	1
	

	
	R4
	9700 Ом ±10% Р = 0,00087Вт
	1
	

	
	R5
	3600 Ом± 10% Р = 0,001 Вт
	1
	

	
	R6
	5000 0м± 10% Р = 0,0001 Вт
	1
	

	
	R7
	2750 Ом±10% Р = 0,0014 Вт
	1
	

	
	R8
	5000 0м±2% Р= 0,0014 Вт
	1
	

	
	R9
	10000 Ом± 10% Р =0,0049 Вт
	1
	

	
	R10
	2100 Ом± 10% Р =0,001 Вт
	1
	

	
	R11
	2730 0м±10% Р = 0019 Вт
	1
	

	
	R12
	590 Ом± 10% Р = 0.0042 Вт
	1
	

	
	Конденсаторы

	
	С1
	К10-9 1500пФ±15% Up=10B   0Ж0.460.068 ТУ
	1
	Навесной

	
	С2
	700пФ±15% Uр=15В
	1
	Пленочный

	
	Транзисторы

	
	VT1- VT9
	КТ331А   ХМО.336.000 ТУ
	9
	Навесной

	
	Диоды

	
	
	
	
	

	
	VD1
	КД918А
	1
	Навесной
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	R1
	Резистор 9 кОм±10%
	1
	

	
	R2
	Резистор 5 кОм±10%
	1
	

	
	R3
	Резистор 600 Ом±10%
	1
	

	
	R4
	Резистор 100 Ом±10%
	1
	

	
	R5
	Резистор 430 Ом±10%
	1
	

	
	R6
	Резистор 6,3 кОм±10%
	1
	

	
	R7
	Резистор 100 Ом±10%
	1
	

	
	R8
	Резистор 13 кОм±0,6%
	1
	

	
	R9
	Резистор 3 кОм±10%
	1
	

	
	R10
	Резистор 6 кОм±10%
	1
	

	
	С1
	Конденсатор 1900 пф±15%
	1
	К10-9

	
	С2
	Конденсатор 100 пф±15%
	1
	

	
	Т1.. Т8
	Транзисторы КТ331А, Uкэ =20В
	8
	


ЗАДАНИЕ 18
Микросхема К240УД1
	[image: image18.png]T

R2
]o, 7k





	Конденсаторы

	
	С1
	Пленочный 100 пФ± 15%-10В
	1

	
	С2
	К10-17 1200 пФ ±15%-10В ОЖО.460.107 ТУ
	1

	
	Резисторы тонкопленочные

	
	R1
	10 кОм ±10%-3,1мВт
	1

	
	R2
	9,7 кОм±10%-3 мВт
	1

	
	R3
	10 кОм ±10%-3,1мВт
	1

	
	R4
	9,7кОм ±10%-3 мВт
	1

	
	R5
	3,6 кОм ±10%-22 мВт
	1

	
	R6
	5кОм ±10%-30 мВт
	1

	
	R7
	2,75кОм± 10%-10 мВт
	1

	
	R8
	5 кОм±10%-5 мВт 
	1

	
	R9
	10 кОм +0.5%-17м Вт 
	1

	
	R10
	2,1кОм ±10%-3 мВт
	1

	
	R11
	2,73 кОм±10%-70 мВт
	1

	
	R12
	0,59 кОм+10%-24 мВт
	1

	
	Транзисторы

	
	VТ1…VT10
	КТ324А СБО.361.031 ТУ
	10
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	Резисторы пленочные

	
	R1
	15000 Ом±10% Р = 1,35 мВт
	1
	

	
	R2
	5000 Ом±10% Р = 0,45 мВт
	1
	

	
	R3
	45 Ом±10% Р = 12 мВт
	1
	

	
	R4
	850 Ом±10% Р = 50 мВт
	1
	

	
	R5
	10000 Ом±10% Р = 1,6 мВт
	7
	

	
	R6
	5000 Ом± 10% Р = 0,8 мВт
	7
	

	
	R7
	2900Ом±10% Р = 5,76мВт
	1
	

	
	R8
	20000 Ом±2% Р= 1,8 мВт
	1
	

	
	R9
	100 Ом± 10% Р = 0,009 мВт
	1
	

	
	R10
	4000 Ом±10% Р = 3,24 мВт
	1
	

	
	R11
	3000 Ом± 10% Р = 2,43 мВт
	1
	

	
	R12
	4000 Ом±10% Р = 5,76 мВт
	1
	

	
	R13
	25 Ом±10% Р = 0,036 мВт
	1
	

	
	R14
	1500 Ом±10% Р = 2,16 мВт
	1
	

	
	R15
	25 Ом±10% Р = 20 мВт
	1
	

	
	Конденсаторы

	
	C1
	К10-9 1500пФ+15% Up=10B   ОЖО 460.068 ТУ
	1
	Навесной

	
	C2
	800пФ+15% Uр=15В
	1
	Пленочный

	
	Транзисторы

	
	VT1 - VT5
	КТ331А   ХМО.336.000 ТУ
	5
	Навесной
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	С1
	Конденсатор 1500пФ ±15% 25В
	1
	К10-9

	
	С2
	Конденсатор 500пФ ±15% 15В
	1
	Пленочный

	
	R1
	Резистор 8к0м ±10%-0,6272мВт
	1
	Пленочный

	
	R2
	Резистор 3ОкОм ±2%-2,4мВт
	1
	Пленочный

	
	R3
	Резистор 400 0м ±10%-2мВт
	1
	Пленочный

	
	R4
	Резистор 400 0м ±10%-15мВт
	1
	Пленочный

	
	R5
	Резистор 400 0м ±10%-2,5мВт
	1
	Пленочный

	
	R6
	Резистор 6кОм ±10%-30,1мВт
	1
	Пленочный

	
	R7
	Резистор 40 0м ±10% 2мВт
	1
	Пленочный

	
	R8
	Резистор 60 0м ±10%-ЗмВт
	1
	Пленочный

	
	R9
	Резистор 4кОм ±10%-0,004
	1
	Пленочный

	
	VT1-VT6
	Транзистор КТ307А
	6
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	R1
	Резистор 2 кОм±10%, 0,005мВт
	1
	Пленочный

	
	R2
	Резистор 100 Ом ±10%, 0,225мВт
	1
	Пленочный

	
	R3
	Резистор 600 Ом ±10%, 1,35мВт
	1
	Пленочный

	
	R4
	Резистор 2 кОм ±10%, 0,005мВт
	1
	Пленочный

	
	R5
	Резистор  4 кОм ±10%, 0,005мВт
	1
	Пленочный

	
	R6
	Резистор 2 кОм ±10%, 0,005мВт
	1
	Пленочный

	
	R7
	Резистор 4 кОм ±0,25%, 0,19мВт
	1
	Пленочный

	
	R8
	Резистор 2 кОм ±10%, 0,085мВт
	1
	Пленочный

	
	R9
	Резистор 100 Ом ±10%, 0,13мВт
	1
	Пленочный

	
	R10
	Резистор 200 Ом ±10%, 1,22мВт
	1
	Пленочный

	
	R11
	Резистор 600 Ом ±10%, 1,88 мВт
	1
	Пленочный

	
	R12
	Резистор 100 Ом ±10%, 0,12мВт
	1
	Пленочный

	
	R13
	Резистор 200 Ом ±10%, 0,23мВт
	1
	Пленочный

	
	С1
	Конденсатор 500 Пф±15%, Up = 8В
	1
	Пленочный

	
	С2
	Конденсатор К10-17 1900 пФ, Up= 10В
	1
	

	
	VT1...VT7
	Транзисторы КТ324А, Uкэ =10В
	7
	СБ0.336.021ТУ
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	Конденсаторы

	
	C1
	200пФ±15% Up=12B
	1
	пленочный

	
	C2
	K10-9-H30 2000пФ ОЖО.464.123 ТУ
	1
	

	
	Резисторы пленочные

	
	R1
	9кОм±10% 3.24мВт
	1
	

	
	R2
	6.6кОм±10% 19мВт
	1
	

	
	R3
	1.7кОм±10% 20мВт
	1
	

	
	R4
	3кОм±10% 14 мВт
	1
	

	
	R5
	0.9кОм±10% 2.5мВт
	1
	

	
	R6
	3кОм±10% 14 мВт
	1
	

	
	R7
	3кОм±10% 14 мВт
	1
	

	
	R8
	9кОм±0.5% 7.22мВт
	1
	прецизионный

	
	Транзисторы

	
	VT1-VT6
	2Т354А СБО.336.038 ТУ
	6
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	Резисторы пленочные

	
	R1
	1 кОм±10% Р=0,1 мВт
	1

	
	R2
	5 кОм±10% Р=0,2 мВт
	1

	
	R3
	8 кОм±10% Р=11 мкВт
	1

	
	R4
	10 кОм±10% Р=14 мкВт
	1

	
	R5
	25к0м±0.5% Р=46 мкВт
	1

	
	R6
	100 Ом±10% Р=1,9 мкВт
	1

	
	R7
	400 Ом±10% P=0,1мВт
	1

	
	R8
	2 кОм±10% Р=0,1мВт
	1

	
	R9
	500 Ом±10% Р=1,2 мВт
	1

	
	R10
	5 кОм±10% Р=0,1мВт
	1

	
	R11
	10 кОм±10% Р=1,1 мВт
	1

	
	R12
	400 Ом±10% Р=2,4 мВт
	1

	
	R13
	5 кОм±10% Р=8,8 мВт
	1

	
	R14
	500 Ом±10% P=1,1 мВт
	1

	
	R15
	2 кОм ±10% Р=8,8 мВт
	1

	
	Конденсаторы

	
	С1
	К10-9 1500пФ±15% Up=10B ОЖО.460.068 ТУ
	1

	
	С2
	700пФ±15% Up=15B
	1

	
	Транзисторы

	
	VT1-VT6
	КТ324А ХМО.336.000 ТУ
	6
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	Конденсаторы

	
	С1
	Конд. 500 пФ (+15)%-6,9В
	1
	пленочный

	
	С2
	К10-17-ПЗЗ-1800 пФ (-20+50)%
	1
	

	
	
	ОЖ0.460.107ТУ
	
	

	
	Микросхемы

	
	VT1-VT2
	Микросхема серии К129 (1HT291A)
	1
	

	
	VT4-VT5
	Микросхема серии К129 (1HT291A)
	1
	

	
	VT3-VD1
	Микросхема серии К129 (1HT291A)
	1
	

	
	Резисторы

	
	R1
	Рез-р 7к0м+10%-17,94мВт
	
	пленочный

	
	R2
	Рез-р 24кОм+2%-7 мкВт
	
	пленочный

	
	R3
	Рез-р  7кОм+10%-7 мкВт
	
	пленочный 

	
	R4
	Рез-р 10кОм+10%-8,08 мВт
	
	пленочный

	
	R5
	Рез-р  2,ЗкОм+ 10%-7 мкВт
	
	пленочный

	
	R6
	Рез-р 2,5к0м+10%-8,08мВт
	
	пленочный

	
	R7
	Рез-р 10кОм+10%-8,08мВт
	
	пленочный

	
	R8
	Рез-р 24кОм+ 1 0% - 7 мкВт
	
	пленочный

	
	R9
	Рез-р 7кОм+ 10%-17,94мВт
	
	пленочный
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	Конденсаторы

	
	С1
	Пленочный 300 пФ±15% 15в
	1

	
	С2
	К10-17В 600пФ±15% 155 ОЖО.460.107 ТУ
	1

	
	Тонкопленочные резисторы

	
	R1
	200 Ом ±10% 1,25 мВт
	1

	
	R2
	2000 Ом ±10% 1,16 мВт
	1

	
	R3
	2000 Ом ±10% 1,16 мВт
	1

	
	R4
	3000 Ом ±0,05% 1,25 мВт
	1

	
	R5
	500 Ом ±10% 5,9 мВт
	1

	
	R6
	1000 Ом ±10% 5,25 мВт
	1

	
	R7
	1500 Ом ±10% 1,97мВт
	1

	
	R8
	20 Ом ±10% 80 мкВт
	1

	
	R9
	200 Ом ±10% 3,52 мВт
	1

	
	R10
	400 Ом ±10% 524 мкВт
	1

	
	Транзисторы

	
	VT1-VT4
	2Т364А ЩТ3.365.060 ТУ
	4


ЗАДАНИЕ 26
Микросхема  К253УД1
	[image: image26.png]Koppexkyus

7 13
ONO, 1

/?7['] /73 [j .

RI| | R4

sz—?_‘ VI7 4 vT9
| RS

V74
;0 -0 7
~ - 8 Beixod
Bxod > S © RO 1
o £—|:»—®
Yoo R9
V76
V1o
R5






	С1
	Конденсатор 15пФ 15% 33В
	1
	Пленочный

	
	С2
	Конденсатор К10-9 18000пФ 15% 25В
	1
	

	
	R1
	Резистор 15 кОм 10%-0,00082Вт
	1
	Пленочный

	
	R2
	Резистор 2кОм 10%-0,0027Вт
	1
	Пленочный

	
	R3
	Резистор 20к0м 0,5%-0,03025Вт
	1
	Пленочный

	
	R4
	Резистор 20к0м 10%-0.03025Вт
	1
	Пленочный

	
	R5
	Резистор 1,4 к0м 10%-0,01161Вт
	1
	Пленочный

	
	R6
	Резистор 5 кОм 10%-0,00432Вт
	1
	Пленочный

	
	R7
	Резистор 15 кОм 10%-0,00476Вт
	1
	Пленочный

	
	R8
	Резистор 2,6кОм 10%-0,00518Вт
	1
	Пленочный

	
	R9
	Резистор 18к0м 10%-0,02812Bт
	1
	Пленочный

	
	R10
	Резистор 15кОм 10%-0,00476Вт
	1
	Пленочный

	
	VT1-VT10
	Транзистор КТ324А 
	10
	СБ0.336.017 ТУ



[image: image27.emf]ЗАДАНИЕ 27   Микросхема К284УД2     С1  Конденсатор 200пФ 15% 25В  1  К10 - 17   С2  Конденсатор 1 нФ 15% 13,2В  1  Пленочный   R1  Резистор 20 к0м 10% - 0,069Вт  1  Пленочный   R2  Резистор  1 5к0м 10% - 0,034Вт  1  Пленочный   R3  Резистор 3,50 к0м 10% - 0,048Вт  1  Пленочный   R4  Рез истор 6 ,5к0м 10% - 0,023Вт  1  Пленочный   R5  Резистор 10,5 к0м  10% - 0,018 Вт  1  Пленочный   R6  Резистор 4кОм  10% - 0,043B т  1  Пленочный   R7,R9  Резистор 13 к0м 10% - О,014Вт  2  Пленочный   R8  Резистор  10 кОм 10% - 0,019Вт  1  Пленочный   R10  Резистор 5 кОм 10% - 0,043Вт  1  Пленочный   R11  Резистор 12 0 0м 10% - 0 ,16 м Вт  1  Пленочный   R12  Резистор 5 к0м 10% - 0,17Вт  1  Пленочный   R13,R15  Резистор 5 кОм 10% - 0,017Вт  2  Пленочный   R14  Резистор 2 00 Ом  10% - 0, 58 м B т  1  Пленочный   R16  Резистор 5 0кОм 0,5% - 0,043Вт  1  Пленочный   VT1  Транзистор  КПС202А - 2  1    VT2, VT4  Транзистор КТ215Б - 1  2    VT3,  VT5,VT7  Транзистор КТ120В  3     VT6  Транзистор КПЗ08Д2  1     



ЗАДАНИЕ 29
Микросхема К553УД1
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	С1
	Конденсатор 1500 пФ±10% -25 В К10-9 ОЖО 460.087ТУ
	1
	

	
	С2
	Конденсатор 700 пФ± 15%-15 В
	1
	Пленочный

	
	R1
	Резистор 20 кОм± 10%-50 мВт
	1
	Пленочный

	
	R2
	Резистор 2 кОм± 10%-15,87 мВт
	1
	Пленочный

	
	R3,R4
	Резистор 20 кОм± 10%-16,4 мВт
	2
	Пленочный

	
	R5
	Резистор 1,4 кОм±10%-6,3 мВт
	1
	Пленочный

	
	R6
	Резистор 5 кОм± 10%-15.87 мВт
	1
	Пленочный

	
	R7
	Резистор 15 кОм± 10%-50 мВт
	1
	Пленочный

	
	R8
	Резистор 5,6 кОм± 10%-50 мВт
	1
	Пленочный

	
	R9
	Резистор 15 кОм± 10%-50 мВт
	1
	Пленочный

	
	R10
	Резистор 10 к0м±10%-33.86 мВт
	1
	Пленочный

	
	R11
	Резистор 2 кОм± 10%-18,8 мВт
	1
	Пленочный

	
	R12
	Резистор 8 кОм± 10%-50 мВт
	1
	Пленочный

	
	R13
	Резистор 25 кОм± 10%-12,8 мВт
	1
	Пленочный

	
	R14
	Резистор 0,85 кОм± 10%-2,53 мВт
	1
	Пленочный

	
	R15
	Резистор 20 к0м±0,5%-0,59 мВт
	1
	Пленочный

	
	VT1,VT11
	Транзистор КТ307А
	11
	СБ0.336. 016 ТУ

	
	VT12
	Транзистор КТ202А
	1
	ЮФЗ.365.020 ТУ

	
	VT13,VT14
	Транзистор КТ307А
	2
	СБО.336.016 ТУ

	
	VT15
	Транзистор К Т202А
	1
	ЮФЗ.365.020 ТУ


         ЗАДАНИЕ 30 
       Микросхема К274УН8
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	R1
	Резистор 5,7кОм± 10% 2,52мВт
	1
	Плен

	
	R2
	8к0м±10% 4,84 мВт
	1
	Плен

	
	R3
	10к0м±10% 50мкВт
	1
	Плен

	
	R4
	5к0м±10% 17,89мВт
	1
	Плен

	
	R5
	15кОм±10% 7,16мВт
	1
	Плен

	
	R6
	3.5к0м±10% 17,89мВт
	1
	Плен

	
	R7
	2к0м±10% 0,71мВт
	1
	Плен

	
	R8
	20к0м±0.5% 50мкВт
	1
	Плен

	
	R9
	5кОм±10% % 14,79 мВт
	1
	Плен

	
	R10
	0.5к0м±10% 1,97мВт
	1
	Плен

	
	R11
	2кОм±10% 121 мВт
	1
	Плен

	
	R12
	3к0м±10% 50мкВт
	1
	Плен

	
	R13
	5к0м±10% 50мкВт
	1
	Плен

	
	R14
	20к0м±10% 10 мкВт
	1
	Плен

	
	С1
	Конденсатор 300 пф ±15%  Un=13,2В
	1
	Плен.

	
	C2
	К10-17-ПЗЗ 2200 пф ± 15% Un=13,2В
	1
	

	
	VT1- VT16
	Транзистор КТ120В
	16
	


